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[はじめに] 

Auを触媒とした Ge薄膜の低温結晶化に関する研究が盛んに行われている[1]。われわれも Auと Ge

を同時に加熱基板上にスパッタすることで結晶化が効率的に進むことを報告してきたが、今回は、P

も同時に供給することによるドーピング処理の低温化について検討したので報告する。 

[実験方法] 

10mm×10mm の n+Si(100)ウエハー表面に熱酸

化膜(100nm)を形成したものを基板として用いた。

Geターゲット上に Auの 5mm四方のチップを 4

つ、P の小片を設置した。RF スパッタリングを

用い、成膜中の基板は 245℃に保持した。引き続

き、Ge 薄膜上に Au をソース、ドレイン電極と

して蒸着し、TFTとした。 

[実験結果および考察] 

Fig.1 は Pをドープせずに作製した Ge薄膜に

よる TFTのドレイン電流―ドレイン電圧特性で

ある。ゲート電圧の増加と共にチャネルコンダク

タンスが減少しており、これまでの報告と同様、

p型の TFT特性を示している。Fig.2 は Pをドー

プした試料のドレイン電流―ドレイン電圧特性

であり、今度はゲート電圧の増加に伴い、わずか

にではあるがチャネルコンダクタンスが増加し

ており、n型の特性を示している。このことから、

少なくとも一部の Pはドナーとして働いている

ものと考えられる。 
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Fig.1 Id-Vd curve of Ge TFT without phosphorus doping. 

 

Fig.2 Id-Vd curve of phosphorus doped Ge TFT. 
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